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La presente invention concerne d' une fagon generale 
les procedes de fabrication de substrats pour la 
microelectronique, 1' optoelectronique ou 1' optique, 
impliquant un transfert d'une couche utile d'un premier 
support vers un deuxieme support. 

Differentes techniques ont ainsi ete recemment 
developpees pour permettre le transfert mecanique d'une 
couche de materiau semi-conducteur - ayant ou non deja 
regu des traitements de realisation de composants - d'un 
premier support vers un second support. 

On citera notamment les techniques utilisant des 
couches poreuses enterrees, attaquahles chimiquement , 
comme decrit notamment dans EP-A-0 84 9 788. 

On citera egalement les substrats fragilises par 
implantation d'especes gazeuses, ou une couche utile 
mince peut etre separee du reste du materiau par fracture 
au niveau de la zone implantee. 

On citera enfin les techniques de collage par 
adhesion moleculaire cf-vec controle de l'energie 
d' adhesion de telle sorte qu'un effort mecanique puisse 
aboutir a la separation d'une couche qui a ete 
temporairement collee a un support. 

Dans le cas ou une couche utile est reliee a un 
premier support en utilisant l'une des techniques ci- 
dessus, le transfert de couche implique la mise en 
contact d'un second support avec la face libre (dite face 
avant de 1' ensemble couche/premier support) de la couche 
utile, avec des forces de collage appropriees. 

Le transfert est finalise par application de 
contraintes (typiquement traction et/ou flexion et/ou 
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cisai llement ) entre la couche a transferer et le premier 
support, en recourant a un ou plusieurs outils tels que 
par exemple un bati de traction ou une lame introduite 
lateralement au niveau de 1' interface fragilisee pour y 
propager un fissure, ou encore en appliquant un jet de 
fluide au niveau de cette interface fragilisee (voir par 
exemple FR-A-2 796 491) . 

Lorsque la couche utile a transferer n'a subi aucune 
etape de processus de fabrication de composants, on 
realise en general ce transfert quelle que soit la 
technique de collage utilisee pour solidariser la couche 
utile au deuxieme support (on citera en particulier le 
collage par adhesion moleculaire , le collage eutectique, 
le collage a l'aide d'un polymere, d' une resine, etc.). 

En revanche, lorsque la couche utile a deja subi des 
etapes de processus de fabrication de composants, pour 
lesquelles il est souvent necessaire de realiser 
dif ferentes sortes de depots (oxydes ou nitrures de semi- 
conducteur, semi-conducteur polycristallin , semi- 
conduct eur amorphe , semi-conducteur monocristallin 
realise par homo- ou hetero-epitaxie, le probleme est 
different . 

Ainsi de tels depots, dans le cas par exemple ou ils 
sont mis en oeuvre selon un procede « pleine plaque » dans 
un reacteur ad hoc, ont tendance a couvrir part iellement 
ou completement la face libre de la couche utile, et a 
deborder sur les chants du substrat compose de ladite 
couche utile ternporairement fixee a son premier support. 

Un tel recouvrement produit une sorte 
d' encapsulation de la couche utile, avec pour consequence 
principale une consolidation de la liaison couche 
ut ile/premier support au niveau de la peripherie, ce qui 
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peut rendre problemat ique le detachernent ulterieur 
necessaire au transfert de cette meme couche utile vers 
son second support. 

La presente invention vise a remedier a cet 
inconvenient . 

Elle propose a cet effet, selon un premier aspect, 
un procede pour transferer une couche utile de materiau 
monocristallin d' un premier support vers un deuxieme 
support, utilisable dans la fabrication de substrats ou 
de composants sur substrats pour la microelectronique, 
1' optoelectronique ou l'optique, caracterise en ce qu'il 
comprend les etapes suivantes : 

- former un premier substrat comportant le premier 
support et au moins une partie de la couche utile, avec 
une interface detachable entre le premier support et la 
couche utile, ou un traiternent lie a- la couche utile 
implique la formation d'une zone peripherique de materiau 
susceptible de recouvrir lateralement , au moins 
partiellement , ladite interface, 

- realiser un enlevement de matiere permettant a un 
agent de detachernent d'atteindre ladite interface 
detachable de maniere a pouvoir effectuer un detachernent 
au niveau de ladite interface, 

- solidariser une face libre de la couche utile avec 
un second support, et 

- effectuer le detachernent au niveau de ladite 
interface entre le premier support et la couche utile. 

Certains aspects preferes, mais non limitatifs, de 
ce procede sont les suivants : 

* l'etape d' enlevement * de matiere comprend 
1' enlevement d'une zone peripherique de materiau qui 
recouvre lateralement 1' interface. 
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* l'etape d' enlevement est mise en ceuvre par 
decoupage . 

* l'etape d' enlevement est mise en ceuvre par 
gravure . 

* la gravure est realisee avec un masquage prealable 
de la couche utile a l'interieur de la zone peripherique . 

* l'etape d' enlevement de matiere comprend 
1' enlevement d'une zone peripherique du materiau du 
premier support dans la region ou la zone peripherique de 
materiau formee par le traitement lie a la couche utile 
est apte a se former, anter ieurement audit traitement. 

* la zone peripherique du materiau du premier 
support est un renfoncement peripherique debouchant 
lateralement et facialement du cote de la couche utile. 

* le renfoncement possede une profondeur superieure 
ou egale a l'epaisseur de la zone peripherique de 
materiau formee par le traitement lie a la couche utile. 

* le renfoncement possede une largeur telle qu'il 
couvre sensiblement l'etendue comprise entre le bord 
exterieur du premier support et le bord exterieur de la 
couche utile. 

* l'etape d' enlevement d'une zone peripherique du 
premier support est mise en ceuvre anter ieurement a la 
formation de la couche utile sur ledit premier support. 

■* l'etape de ■ detachement est mise en ceuvre par 
application de contraintes lateralement au niveau de 
1' interface detachable . 

* l'etape d' enlevement de matiere comprend la 
formation de canaux de separation entre la surface libre 
de la couche utile et la region de 1' interface 
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detachable, avant l'etape de solidarisat ion de la face 
libre de la couche utile avec la second support. 

* les canaux delimitent des ilots individuels. 

* la formation des canaux est mise en oeuvre par une 
technique choisie dans le groupe comprenant le decoupage 
a la scie, le decoupage au laser, le decoupage par 
faisceau d'ions et la gravure chimique avec masque. 

* l'etape de detachement est mise en oeuvre par un 
agent de detachement apte a appliquer, entre les premier 
et deux i erne supports, une ou plusieurs contraintes 
choisies dans le groupe comprenant les contraintes de 
traction, les contraintes de flexion et les contraintes 
de cisaillernent . 

* le traitement lie a la couche utile consiste' en le 
depot d'une partie de la couche utile par epitaxie en 
procede « pleine plaque ». 

* la couche utile comprend une couche formant-; germe 
de croissance epitaxiale et une ou plusieurs couches 
epitaxiees . 

* le material! de la couche germe est choisi dans le 
groupe comprenant le carbure de silicium, le saphir, le 
nitrure de gallium, le silicium . et le nitrure 
d ' aluminium . 

* la couche epitaxiee est formee d'un ou plusieurs 
nitrures rnetalliques. 

* le materiau du premier- support est choisi dans le 
groupe comprenant. les semi-conducteurs , les carbures de 
semi-conducteur et les isolants tels que le saphir. 

* 1' interface detachable est formee par une 
technique choisie dans le groupe comprenant 
1' implantation d'especes gazeuses, la formation d 7 une 
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couch'e poreuse attaquable chirniquement , et le collage par 
adhesion moleculaire avec controle des forces d' adhesion. 
L' invention propose egalement selon un deuxieme aspect un 
support pour la fabrication de substrats ou de cornposants 
sur substrats pour la microelectronique, 

1' optoelectronique ou l'optique, apte a recevoir au moins 
une partie d'une couche utile, avec une interface 
detachable entre le support et la couche utile, et ou un 
traitement lie a la couche utile est apte a former une 
zone peripherique de materiau susceptible de recouvrir 
lateralement , au moins part iellement , ladite interface, 
support caracterise en ce qu'il cornprend une zone 
peripherique en renfoncement apte a accueillir ladite 
zone peripherique de materiau en laissant ladite 
interface degagee lateralement. 

Enfin 1' invention propose selon un troisieme aspect 
un substrat pour la microelectronique, 1' optoelectronique 
ou l'optique, cornprenant un support et une couche utile 
reliees ensemble par une interface detachable, ladite 
couche utile etant destinee a etre transferee sur un 
autre support par solidarisa t ion d'une surface libre de 
la couche utile avec 1' autre support et detachement au 
niveau de r interface detachable, caracterise en ce qu'il 
cornprend un ensemble de canaux s'etendant entre ladite 
surface libre de la couche utile et la region de 
1' interface detachable. 

Des aspects preferes mais non lirnitatifs de cette 
plaquette sont les suivants : 

D'autres aspects, buts et avantages de la presente 
invention apparaitront mieux a la lecture de la 
description detaillee suivante de formes de realisation 
preferees de celle-ci, donnee a titre d'exemple non 
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limitatif et faite en reference aux dessins annexes, ou : 
La figure 1 est une vue en coupe d'un premier 
substrat comportant un premier support et une couche 
utile, 

La figure 2 est une vue en coupe d'un. deuxierne 
support solidarise au premier substrat pour y transferer 
la couche utile, 

La figure 3 est une vue en coupe du premier substrat 
illustrant le degagement d' une zone de travail d'un outil 
de detachement, 

La figure 4 est une vue en coupe illustrant une 
conformation particuliere du premier support pour laisser 
ladite zone de travail degagee, 

Les figures 5 et 6 sont des vues en coupe et en plan 
illustrant une conformation particuliere de la -couche 
utile pour acceder a 1' interface entre celle-ci et le 
premier support. 

En reference tout d'abord aux figures 1 et 2<, on a 
illustre un premier support 10 en materiau semi- 
conducteur, par exemple du carbure de silicium SiC, du 
silicium mono- ou polycristallin, etc., ou encore en 
materiau isolant, par exemple le saphir. 

Sur ce premier support est formee ou deposee une 
couche 12 formant interface de collage demontable ; 
typiquement, il peut s'agir d' une couche d'oxyde de semi- 
conducteur tel que Si0 2/ de nitrure de semi-conducteur , 
etc . 

La couche 12 forme une interface de collage 
demontable entre le premier support 10 et une couche 
utile formee en 1'espece d'une' couche de base 14 sur 
laquelle on a forme ou depose une couche 16. Typiquement, 
la couche de base 14 est une couche germe sur laquelle la 
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couche 16 est formee par epitaxie. Cette couche germe est 
par exemple en carbure de silicium, en saphir, en nitrure 
de gallium, en silicium, en nitrure d' aluminium . 

Dans un exemple de realisation, la couche de base 14 
est en SiC, tandis que la couche epitaxiee est en nitrure 
metallique tel que le nitrure de gallium GaN, ou encore 
formee par un empilement de differents nitrures 
metalliques . 

Une telle structure de couche utile trouve un 
interet notamment dans la fabrication de diodes 
electroluminescentes . 

Comme on 1' observe sur la figure 1, il est classique 
que le premier support soit legerement plus grand que 
1' ensemble des couches 12, 14 et 16 formees sur ce 
support. Le depot de la couche 16 par epitaxie, qui 
s'effectue t radit ionnel lement dans un reacteur «pleine 
plaque », s'etend done non seulement au-dessus de la 
couche germe 14, mais egalement selon une couronne 161 
qui recouvre la peripherie, degagee, du support 10. 

La figure 2 illustre la solidarisat ion de 1' ensemble 
represents a la figure 1, dit premier substrat, avec un 
deuxieme support 20. Dans le cas d'espece, cette 
solidarisation est realisee par une technique de collage 
metallique, la couche de collage etant illustree en 22. 

Le transfert de la couche utile 14, 16 du premier 
support 10 vers le deuxieme support' 20 s'effectue apres 
la solidarisation decrite ci-dessus, notamment par 
1'effet d'un outil de detachement apte a appliquer une 
contrainte au niveau de la couche d' interface 12 entre la 
couche utile 14, 16 et le premier support 10, de maniere 
a propager une separation sensiblement dans le plan de 
cette interface. 
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On comprend toutefois en observant la figure 2 que 
la couronne 161 de GaN depose pose deux problemes par 
rapport a une telle operation : d'une part, elle renforce 
la liaison entre la couche utile 14, 16 et le premier 
support au niveau de la peripherie du premier substrat, 
et d' autre part elle rend impossible un acces direct a 
1' interface de collage 12 a l'aide de l'outil de 
detachement (lame mince, jet de fluide, etc.) pour y 
appliquer la contrainte de detachement requise (fleche Fl 
sur la figure 3a) . 

On va decrire dans la suite plusieurs solutions pour 
resoudre ces problemes. 

Une premiere solution est illustree schemat iquement 
sur la figure 3a. Elle consiste a eliminer la couronne 
161. 

Dans une premiere forme de realisation, cette 
elimination s'effectue par gravure. A cet effet, on 
realise sur la face libre de la couche utile 14, 16 un 
masque qui ne laisse degagee que la couronne 161. Un 
milieu d'attaque adapte au materiau de la couronne est 
alors utilise pour attaquer et eliminer la couronne dans 
toute son epaisseur, de maniere a degager la couche 
d' interface separable 12. Dans le present exemple, la 
couronne etant en GaN, on realise de preference une 
gravure plasma, ou une gravure RIE (acronyme de 
1' expression anglo-saxonne « Reactive Ion Etching ») a 
base de SiCl 4 , de BC1 3 (on se referera a 1' article 
« GaN : Processing, Defects and Devices », S.J. Pearton 
et al., Journal of Applied Physics, Vol. 86, No.l, l er 
juillet 1999) . 

En variante, on peut utiliser d'autres techniques de 
gravure telles qu'une gravure plasma. 
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Selon une deuxieme forme de realisation, on procede 
a 1 ' elimination de la couronne par une- technique de 
decoupage ou detourage. On peut notamment utiliser une 
technique de decoupage par sciage mecanique, ou une 
technique de decoupage par laser, ou encore une technique 
de decoupage par faisceau d' ions FIB. Comme on le 
comprend, on elimine la couronne en realisant d ; une part 
une decoupe cylindrique de revolution et d' autre part une 
decoupe dans le plan de transition entre la couronne 161 
et le premier support 10. 

Dans tous les cas r on fait en sorte que l'attaque ou 
le decoupage donne un acces satisfaisant a la couche 12 
d' inter-face demontable pour permettre le transf ert de la 
couche utile. On notera a cet egard qu'une elimination 
seulement partielle de la couronne 161 peut s'averer 
suffisante pour d' une part attenuer la liaison 
peripherique entre le premier support 10 et la couche 
utile 14, 16 et d' autre part permettre une bonne action 
de I'-outil de detachement. Au contraire, on peut prevoir 
d'eliminer la couronne 161 tout en mordant egalement dans 
le support lui-meme. 

Selon une variante de cette approche de 1' invention, 
telle qu'illustree sur la figure 3b, on realise un 
decoupage dans toute l'epaisseur du premier substrat, de 
maniere a eliminer non seulement la couronne parasite 161 
mais egalement la partie 101 du premier support qui lui 
est sous- jacente . Cette variante peut s'averer plus 
adaptee notamment lorsque la technique de decoupage 
utilisee est difficile a controler quant a sa profondeur 
de travail . 

De fagon preferee, 1' elimination de la couronne 161 
s'effectue avant que le deuxieme support 20 ait ete 
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solidarise avec la couche utile 14, 16. Toutefois, si la 
technique retenue pour 1' elimination de la couronne 161 
le permet, on peut realiser cette elimination .apres la 
solidarisation precitee. 

Une autre approche de 1' invention pour eviter la 
gene occasionnee par le depot peripherique 161 est 
illustree sur la figure 4. Elle consiste a utiliser un 
premier support 10 prepare specif iquement de maniere a 
comporter un renfoncement peripherique 102. 

Avantageusement, ce renfoncement peripherique 
s'etend en direction radiale (horizontalement sur la 
figure 4) entre le bord exterieur du support 10 et '.le 
bord exterieur de la couche d' interface 12 et de la 
couche utile 14, 16. Et en direction axiale 
(verticalement sur la figure A), ce renfoncement 1-02 
s'etend pref erent iel lement sur une profondeur, notee *d, 
au moins egale a l'epaisseur du depot 16 realise, -de 
telle maniere qu'a la fin de 1' operation de depot, la 
couronne peripherique 161 qu' il forme n'obstrue pas 
1' interface demontable. De la sorte, aucune elimination 
de la couronne 161 n' est necessaire. 

Le renfoncement est de preference realise avant la 
formation des couches 1*2 et 14, et en tout etat de cause 
avant la formation de tout ou partie de la couche utile 
qui risque de couvrir la peripherie du premier substrat. 

De preference, ce renfoncement est realise par 
ablation par faisceau laser ou detourage mecanique. 

Une autre approche de 1' invention est illustree sur 
les figures 5 et 6. Elle consiste a former des entailles 
ou canaux 18 dans l'epaisseur de la couche utile 14, 16, 
jusqu'a la profondeur de la couche d f interface 12. 
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Ces entailles delirnitent des ilots ou paves 
individuals 19, par exemple de forme carree, comme le 
montre la figure 6, d ; une taille comprise de preference 
entre lxl jam 2 et 300 x 300 ym 2 . 

Ces entailles peuvent etre formees soit 
mecaniquement, par une technique de decoupage a la scie, 
au laser ou encore par faisceau d'ions, soit chimiquement 
par gravure, en apposant prealablement sur la surface 
libre de la couche utile 14, 16 un masque de gravure 
permettant de realiser une attaque geomet riquement 
selective. De preference, et notamment pour eviter qu'une 
telle attaque ne creuse excessi vement les parois des 
canaux en cours de formation, on utilise un mode de 
gravure en voie seche ou humide . 

Dans le cas d'espece ou la couche utile est formee 
d'une couche germe en SiC 14 sur laquelle on realise une 
epitaxie de GaN, on utilise par exemple une gravure 
ionique a base d' argon (voir 1' article « GaN : 
Processing, Defects and Devices » cite plus haut) . 

Grace a une telle approche, le renforcement de 
1' interface entre la couche utile et le premier support, 
cause par la presence de la couronne 161, est obvie grace 
au fait que, lorsqu'une contrainte de demontage sera 
exercee entre les supports 10 et 20 apres realisation de 
1' assemblage du type illustre sur la figure 2, chaque 
pave individualise, non sournis lui-meme a l'effet de 
renforcement du a la couronne 161, pourra se separer du 
support 10 sous l'effet de ladite contrainte. 

On notera que cette contrainte peut etre une 
contrainte de traction, de flexion ou de cisaillement , ou 
diverses combinaisons de telles contraintes. 
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Bien entendu, la presente invention s r applique a des 
materiaux semi-conducteurs extremement divers. Ainsi, 
outre l'exemple d' une couche de nitrure developpee sur du 
carbure de silicium sur isolant (SiCOI) telle que decrite 
ci-dessus, on peut utiliser 1' invention par exemple lors 
du transfert d'une couche utile a base de silicium dans 
laquelle on a realise certains process de fabrication de 
composants en technologie CMOS sur un deuxieme support 10 
isolant. De nombreuses autres applications sont egalernent 
possibles . 

A cet egard, l'homme du metier saura a i semen t 
choisir les solutions technologiques qui conviennent 
(choix de l'une des trois approches decrites, choix du 
type d' enlevement de matiere, etc.) en fonction des 
materiaux rencontres. 

On observera pour terminer que les trois approches 
de 1' invention decrites ci-dessus peuvent etre combine.es 
entre elles. 
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REVENDICATIONS 

1. Precede pour transferer une couche utile de materiau 
monocristallin d'un premier support vers un deuxieme 
support, utilisabie dans la fabrication de substrats ou 
de composants sur substrats pour la microelect ronique, 
1' optoelectronique ou l'optique, caracterise en ce qu'il 
comprend les etapes suivantes : 

- former un premier substrat comportant le premier 
support (10) et au moins une partie de la couche utile 
(14, 16), avec une interface detachable (12) entre le 
premier support et la couche utile, ou un traitement lie 
a la couche utile implique la formation d' une zone 
peripherique de materiau (161) susceptible de recouvrir 
lateralement; au moins part iellement , ladite interface, 

- reaiiser un enlevement de rnatiere permettant a un 
agent de detachement d'atteindre ladite interface 
detachable de maniere a pouvoir effectuer un detachement 
au niveau de ladite' interface (12), 

"- solidariser une face libre de la couche utile (14, 
16) avec un second support (20), et 

effectuer le detachement au niveau de ladite 
interface (12) entre le premier support (10) et la couche 
utile ( 14 , 16) . 

2. Procede selon la revendicat ion 1, caracterise en ce 
que l'etape d' enlevement de rnatiere comprend 1' enlevement 
d'une zone peripherique de materiau (161) qui recouvre 
lateralement 1' interface. 

3. Procede selon la revendicat ion 2, caracterise en ce 
que l'etape d' enlevement est mise en ceuvre par decoupage . 
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4. Procede selon la revendicat ion 2, caracterise en ce 
que l'etape d' enlevement est mise en oeuvre par gravure, 

5. Procede selon la revendicat ion 3, caracterise en ce 
que la gravure est realisee avec un masquage prealable de 
la couche utile a l'interieur de la zone peripherique . 

6. Procede selon 1'une des revendicat ions 2 a 5, 
caracterise en ce que l'etape d' enlevement de matiere 
comprend egalement 1' enlevement d'au moins une partie 
(101) du materiau du premier support (10) au dessous.de 
la zone peripherique de materiau (161). 

7. Procede selon la revendication 1, caracterise en -ce 
que l'etape d' enlevement de matiere comprend 1' enlevement 
d'une zone peripherique (102) du materiau du premier 
support (10) dans la region ou la zone peripherique de 
materiau (161) formee par le traitement lie a la couche 
utile est apte a se former, anterieurement audit 
traitement . 

8. Procede selon la revendication 7, caracterise en ce 
que la zone peripherique du materiau du premier support 
est un renfoncement peripherique (102) debouchant 
lateralement et facialement du cote de la couche utile. 

9. Procede selon la revendication 8, caracterise en ce 
que le renfoncement (102) possede une profondeur (d) 
superieure ou egale a l'epaisseur de la zone peripherique 
de materiau (161) formee par le traitement lie a la 
couche utile. 
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4. Procede selon la revendication 2, caracterise en ce 
que l'etape d' enlevement est raise en oeuvre par gravure. 

5. Procede selon la revendication 4, caracterise en ce 
5 que la gravure est realisee avec un masquage prealable de 

la couche utile a l'interieur de la zone peripherique. 

6. Procede selon l'une des revendicat ions 2 a 5, 
caracterise en ce que l'etape d' enlevement de matiere 

10 comprend egalement 1' enlevement d'au moins une partie 
(101) du materiau du premier support (10) au dessous de 
la zone peripherique de materiau (161). 

7. Procede selon la revendication 1, caracterise en ce 
15 que l'etape d' enlevement de matiere comprend 1' enlevement 

d'une zone peripherique (102) du materiau du premier 
support (10) dans la region ou la zone peripherique de 
materiau (161) formee par le traitement lie a la couche 
utile est apte a se former, anterieurement audit 
20 traitement. 

8. Procede selon la revendication 7, caracterise en ce 
que la zone peripherique du materiau du premier support 
est un renfoncement peripherique (102) debouchant 

25 lateralement et facialement du cote de la couche utile. 

9. Procede selon la revendication 8, caracterise en ce 
que le renfoncement (102) possede une profondeur (d) 
superieure ou egale a l'epaisseur de la zone peripherique 

30 de materiau (161) formee par le traitement lie a la 
couche utile. 
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10. Procede selon 1'une des revendicat ions 8 et 9, 
caracterise en ce que le renfoncement (102) possede une 
largeur telle qu'il couvre sensiblement l'etendue 
comprise entre le bord exterieur du premier support (10) 
et le bord exterieur de la couche utile (14, 16) . 

11. Procede selon l'une des revendications 7 a 10, 
caracterise en ce que l'etape d' enlevement d'une zone 
peripherique (102) du premier support (10) est mise en 
ceuvre anterieurement a la formation de la couche utile 
sur ledit premier support. 

12. Procede selon l'une des revendications 2 a 11, 
caracterise en ce que l'etape de detachement est mise en 
reuvre par application de contraintes (Fl) lateralement a 
l'aide de 1' agent de detachement au niveau de 1' interface 
detachable (12) . 

13. Procede selon la revendication 12, caracterise en ce 
que l'etape d' enlevement de matiere comprend la formation 
de canaux de separation (18) entre la surface libre de la 
couche utile (14, 16") et la region de 1' interface 
detachable (12), avant l'etape de solidarisation de la 
face libre de la couche utile avec la second support 
(20). 

14. Procede selon la revendication 13, caracterise en ce 
que les canaux (18) delimitent des ilots individuels 
(19) . 


1er depot 


17 

15. Procede selon rune des revendications 13 et 14, 
caracterise en ce que la formation des canaux (18) est 
mise en ceuvre par une technique choisie dans le groupe 
comprenant le decoupage a la scie, le decoupage au laser, 
le decoupage par faisceau d'ions et la gravure chimique 
avec masque. 

16. Procede selon l'une des revendications 13 a 15, 
caracterise en ce que 1'etape de detachement est mise en 
ceuvre par un agent de detachement apte a appliquer, entre 
les premier et deuxieme supports (10, 20), une ou 
plusieurs contraintes choisies dans le groupe comprenant 
les contraintes de traction, les contraintes de flexion 
et les contraintes de cisaillernent . 

17. Procede selon l'une des revendications 1 a 16, 
caracterise en ce que le traitement lie a la couche utile 
consiste en le depot d' une partie (16) de la couche utile 
par.epitaxie en procede « pleine plaque ». 

18. Procede selon la revendication 17, caracterise en ce 
que la couche utile comprend une couche (14) formant 
germe de croissance epitaxiale et une ou plusieurs 
couches epitaxiees (16) . 

19. Procede selon la revendication 18, caracterise en ce 
que le materiau de la couche germe (14) est choisi dans 
le groupe comprenant le carbure de silicium, le saphir, 
le nitrure de gallium, le silicium et le nitrure 
d' aluminium . 
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20. Procede selon la revendicat ion 19, caracterise en ce 
que la couche epitaxiee (16) est formee d' un ou plusieurs 
nitrures metalliques. 

21. Procede selon l'une des revendicat ions 1 : a 20, 
caracterise en ce que le materiau du premier support (10) 
est choisi dans le groupe comprenant les semi- 
conducteurs, les carbures de semi-conducteur et les 
isolants tels que le saphir. 

22. Procede selon l'une des revendications 1 a 21, 
caracterise en ce 1' interface detachable (12) est formee 
par une technique choisie dans le groupe comprenant 
1' implantation d'especes gazeuses, la formation d'une 
couche poreuse attaquable chimiquement , et le collage par 
adhesion moleculaire avec controle des forces d' adhesion. 

23. Support (10) pour la fabrication de substrats ou de 
composants sur substrats pour la microelect ronique, 
1" optoelectronique ou l'optique, apte a recevoir au moins 
une partie d'une couche utile (14, 16), avec une 
interface detachable (12) entre le support et la couche 
utile, et ou un traitement lie a la couche utile est apte 
a former une zone peripherique de materiau (161) 
susceptible de recouvrir lateralement , au moins 
partiellement, ladite interface, support caracterise en 
ce qu'il comprend. une zone peripherique en renfoncement 
(102) apte a accueillir ladite zone peripherique de 
materiau en laissant ladite interface (12) degagee 
lateralement. 
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24. Substrat pour la microelectronique, 

1 ' optoelect ronique ou l'optique, comprenant un support 
(10) et une couche utile (14, 16) reliees ensemble par 
une interface detachable (12), ladite couche utile etant 
5 destinee a etre transferee sur un autre support (20) par 
solidarisat ion d' une surface libre de la couche utile 
avec r autre support et detachement au niveau de 
1' interface detachable, caracterise en ce qu'il comprend 
un ensemble de canaux (18) s'etendant entre ladite 
10 surface libre de la couche utile (14, 16) et la region de 
1' interface detachable (12). 
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